Transistores (Sedra)

Resolver os seguintes exercicios (com respostas) do capitulo 4.

4.7

Um transistor NMOS tipo enriquecimento com V, = 0.7V
tem o seu terminal de fonte aterrado e uma tensdo cc de

1.5 V aplicada na porta. Em qual regifio de operagdo o
dispositivo opera para (a) Vp = +05 V2 (b) Vp = 09 V?
(©) Vp=3V? o

i (a) Triodo: (b) Saturacdo: (¢) Saturacdo.

Se o dispositivo NMOS no Exercicio 4.4 tem w,C,y =
100 wA/V2, W = 10 ume L = 1 um. obtenha o valor da
corrente de dreno que resulta em cada um dos trés casos
(a). (b) e (c) especificados no Exercicio 4.4.

R 2 (a) 275 pA: (b) 320 pA: (c) 320 pA.

Um transistor NMOS tipo enriquecimentocom V, = 0.7V
conduz uma corrente ip = 100 nA quando vgs = vpg
= 1,2 V. Obtenha o valor de ip para vgs = 1.5 Ve vps =
3 V. Também calcule o valor da resisténcia dreno-fonte
rps para vps pequeno ¢ vgs = 3.2 V.

Hesposiz 256 pA: 500 Q.

Um transistor NMOS € fabricado em um processo de
0,4 pm, tendo w,Co = 200 pA/V2 e Vi = 50 V/um
de comprimento de canal. Se L = 0,8 ume W = 16 um,
obtenha Vj e A. Encontre o valor de /p, resultante quando
o dispositivo opera com uma sobretensdo de condugio
Vov =05V e Vps=1V. Obtenha também o valor de r,
nesse ponto de operagdo. Se Vg for aumentado em 2 V,
qual serd a mudanga correspondente em I},?

Resposta 40 'V; 0,025 V=15 0,51 mA; 80 k€Q; 0,025 mA.
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4.9

O transistor PMOS mostrado na Figura E4.8 tem V, =
-1 V.k, =60 1LA/VZ e W/L =10. (a) Obtenha a faixa de
Vi para que o transistor conduza. (b) Em termos de V.
obtenha a faixa de Vp para o qual o transistor opera na
regido de triodo. (¢) Em termos de V. obtenha a faixa de
Vp para o qual o transistor opera na saturagdo. (d)
Desprezando o efeito de modulagdo de canal (isto é. supon-
do A = 0). obtenha os valores de Vi e Vi e a correspon-
dente faixa de Vj para que o transistor opere no modo sa-
turagio com /p = 73 pwA. (e) Se A = —0.02 V= encontre
o valor de 7, correspondente 2 sobretensdo obtida em (d). ()
Para A = —0.02 V-1 e para o valor de Vi determinado
em (d). obtenha Ip para Vp = =3 Vepara Vp =0 Vina
seqiidncia. calcule o valor da resisténcia de safda aparente
na saturagio. Compare com o valor encontrado em (e).

vV, c_—{

Figura E4.8
2 (Vg= w4Vib)Vp= Vg + 1 () Vp =
Vg + 1:(d) 0.5 Vi 35 V= 4.5 Vi(e) 0.67 MQ: (D) 78
LA 82.5 1A 0.67 MQ (0 mesmo).

Um transistor NMOS apresenta Vyp = 0.8 V. 2= 0.7V
ey = 0.4 V2 Obtenha V, quando Vgz = 3 V.
HRespesta 1,23 V.



